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１．概要（Summary） 

PZT単結晶薄膜は，高性能な超音波MEMSデバイス

（pMUT）を実現できる．本研究では，その薄膜を搭載し

た pMUTの最適なデザインについて探索した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

DeepRIE装置#1 

【実験方法】 

pMUTの新しい構造として，ドーナツ型 pMUTを提案

した．これは，圧電膜をドーナツ状にパターニングする．

理論的には，従来の構造（島状構造 pMUT）と比較して，

より高い共振周波数とより大きな変位を実現できる． 

まず，SOI 基板上にバッファ層を形成した．次に，PZT

単結晶薄膜をスパッタ成膜した．その後，PZT をウェット

エッチングでパターニングした後，深堀反応性イオンエッ

チングによってハンドル層をエッチングし，ダイヤフラム構

造を形成した（Fig. 1）． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

微細加工条件を最適化することで，pMUTの試作に成

功した（Fig. 2）．今後，デバイスの詳細な評価を行ってい

く． 
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Fig. 1 Schematic of (upper) island-shaped 

pMUT and (lower) doughnut-shaped pMUT. 

Fig. 2 Optical images of (upper) island-shaped 

pMUT and (lower) doughnut-shaped pMUT. 

 


